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Step coverage of passivation of the InGaZnO thin-film transistor

and its effect on reliability under high temperature and humid conditions.

TR, SRGEA~— 7 4+ L DERITHEN, T4 AT LA FoRE i 238~ Z > 2 2 H (Thin
Film Transistor : TFT) & LT, mBBEIERRILY-HIK In-6a—Zn-0(IGZ0) ® TFT M EH STV 5,
ARHFFETlE, T ORI HEEE (1620) TFT ZBREEA b L A DAR#ET /3y O _— 3 g VIEOMRENE %
B plmve Lol - SIREEMED 2 SOBUR THRET LTz, 77 A~ b XAHERRE TIER L7z Siox &
SiNx, B L OEFEHEREEIC TR L7z Alox @ 3FEAZ AW T, TNEEHE L 7=,

158 OBEZEWBENE %+ % 72 ®1Z FIB(Focused Ion Beam) T Wil I T4tk 2 M3 L |
SEM(Scanning Electron Microscope) CL VAR 2 T A M &2HB57-0, Wik OB FiEZ G L
2o 2 OHOER « EREEMEOFHETIX, BiR - BB A b VALK T CEEENE ZITVEE
PEIZ DUV TR L 72,

Bt e ERTAM & U C FIB Wi L & FUE BT » 5 o 7 2 it L7 R, ALOx /Xy v —
3 VIENEBEREEICERL TV D Z E AR TE T, BIR - BIBRE T COREMEIC OV CITBERT
i Z4T > T\ B,


arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト
卒業論文要旨

arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト

arisa
タイプライターテキスト




